Nazev véejné zakazky:

T57-Aerosol Jet Printing Technology

Oduvodnéni vymezeni _technickych podminekpodle 8 156 odst. 1 pism. c) zékond& 137/2006 Sb.,

o verejnych zakazkach

Technickd podminka:

2 tiskové hlavy

2 atomizéry
pneumaticky atomizér
jeden

atomizer

Trysky 100, 150, 200, 25(

300 pm

Minimalni Stka natisknuté

drdhy 10 pm

Minimalni tloug’ka

deponované vrstvy 120 nmtranzistofi a pro depozici tenkych senzorovych vrstev.

Kompatibilita s tiskovymi
materialy Ag, Cu,
Au, Ag/AgCl, Si, C,
PEDOT:PSS, organick
vodivé a  polovodivé
materidly, prekurzory pr

sol-gel procesy, organické

polymerni izolanty, PI
PA, PMMA, biologické
materialy, nanomateriél
(CNT).

Rozsah viskozit inkousgta
dalSich tiskovych
materiali od 1 do 1000 cP

jeder

ultrazvukowvy

Nezbytné pro vytvEni komplexnich materidlovych a sastkovych struktur dle
vyzkumného zawru projektu RICE. D¥ hlavy zajifuji nezavislé pouzit
ultrazvukového a pneumatického atomizéru a umpzak bezprogedni vytvdeni
vicevrstvych struktur — OFET, t&té kondenzatory, rezistory, senzory, atd.

Nezbytné pro zaji8hi univerzalnosti pouziti. Pneumaticky atomizémijgtny pro
ndepozici materidl s vysokou viskozitou, ale vyZaduje&t§i mnoZstvi zdsobnih
amaterialu. Vhodné pro cenddostupné nanaseni vodivych mdt Ag nebo Cu.

Ultrazvukovy atomizér je nutny pro depozici experimtélnich a drahych matefrial
neba’ minimalni mnoZstvi zasobniho materidlu se pohybojeze v rozsahu 2-3 m
Vhodné pro organické polovadivé materialy, senzorové materialy, biologid
materialy, nanomateridly a drahé kovy.

Nutné z hlediska univerzalniho pouZiti tj. pro Z&jii poteby tisku jemnych motiv
'(nag. interdigitalnich elektrod pro senzory a OFETY)a peloploSné depozice (naf
dielektrické vrstvy u OFETI vodivé struktury pro kondenzatory, antény, atd).

)

Nutné gi vytvéareni jemnych struktur n@ipu OFET tranzistdr (elektrody D a S)i
interdigitalnich elektrod pro senzory.

Nutné pro vytvéeni tenkych dielektrickych vrstev u tiSenych konzfgoii a OFET

e
Nutné pro konstrukci komplexnich s@stkovych struktur jako népsenzoil, OFET
tranzistoti, OECT tranzistar, odpoii, kondenzatar, diod, atd.

J

Nutné pro univerzalni pouziti Siroké Skaly tiskokymateriah bez rizika poSkozen
tiskovych hlav.
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Minimalni pracovni objem
materialu 3 ml

Nezbytné pro depozici specialnich mateérial kterych neni mozné vzhlede
k jejich vysoké ceti nebo omezené dostupnosti zisk&tSi objemy. Jednd s
zejména o specialni organické polova¥ié materidly, senzorové materig
biologické materialy, nanomateridly a drahé kovy.

Kompatibilita s
poZadovanymi tiskovym
substraty PET, PEN

PC, PES, papir, keramik
sklo, textil (PES), kovovg
objekty.

j*)

D

' Nutné pro univerzalni pouZitifipvytvareni sodastkovych struktur a fukich celk
'na flexibilni i rigidni materialy siiznym povrchovym naftim, drsnosti povrchu
hasakavosti, cenou atd.

Nutné pro vytvéeni sodéstkovych struktur a furtkich celki na substratech, kte
nejsou dokonale planarni. 3D tisk umozni vyetajinak komplikované vodive
piechody u vicevrstvych struktur, fipadré vytvaret sowdastkové struktury
v ochrannych dutinacki prohlubnich.

3D tisk
Minimalni velikost
pracovni  oblasti pra
depozici 254 mm X
254 mm

D Nutné pro zajigini velkoploSnych tisk v oblastech organické a #8€ elektroniky.
Vyroba velkého pé&tu identickych vzork.

Pracovni sil s vakuovou
fixaci vzorki, moznosti

vyhiivani az na 120 °C p

motorizovanym posunem
osach . x* a .y%
manuélnim posunem Vv 0s
"ZH

Vakuova fixace je nezbytna pro kvalitni drZeni digich vzork i tenkych
flexibilnich folii.

Vyhiivani stolku umozni urychlené zasychani deponovamyateriah na substratu
které minimalizuje roztékdni deponovaného materialuumozni bezprasdni
depozici naslednych vrstev.

‘eMotorizovany posun v osach ,x" a ,y" je nezbytnyoprytvaeni tisénych motiva na
"Substratu, manualni posun v ose ,z* je nezbytny zajs&ni moznosti tisku na
substréty strznou tlougkou.

<

1%

Y,

é

Presnost motorizovanéh
stolku alespt +/- 10 um
v osach X, Y,
Opakovatelnost +/- 1 um

ONutné pro vytvéeni jemnych struktur napu OFET tranzistar (elektrody D a S)i
interdigitalnich elektrod pro senzory a pro z&jistpresného soutisku wipack tisku
vicevrstvych struktur.

Ochrana proti laserovem

Nutné pro vylodeni rizika Urazu laserovymiznim.

zaeni formou krytu

In situ selektivni fotonické
sintrovani v oblasti IR
spektra, s vykonen
sintraniho laseru alesyio
700 mW

Selektivni in situ sintrovani je nezbytné pro Zaji§ deklarovanych paramét
> deponovanych materiél Bez sintrace neni mozné tyto parametry dosahmayt.
pii tisku vodivych motivi je vodivad vrstva vytviena aZz samotnym procese
nsintrace. Vyhodu in situ selektivni sintrace je, Rerocesu sintrovani docha
bezprostedrt po tisku a je tak minimalizovana oxidace sintradam materialu
Selektivni sintrace navic minimalizuje poSkozenbsdtatu pi sintrovani, nebt
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laserovym paprskem je tikdna jen oblast sintrovaného materialu, nikolivyo




substrat. Echto vyhod neni mozné dosahnout externim sintravaefizenim. |

PrisluSenstvi - 2 X
vakuova pumpa, sad
nahradnich dil

Vakuové pumpy jsou nutné pro zajisti kompletni funkce AJP systému. Sa
andhradnich dil obsahuje zékladni séésti, u kterych dochazi vlivem pouZzivé
systému k jejich opéebeni a je tak nutnd jejich oba.

Q.
— YN

PInohodnotny software

Nutné pro ovladatiizani AJP systému.

Napédjeci naggi 230
V, sttidavé

Nutné pro bezpmy provoz zéizeni v laboratfich zadavatele. Pokud nenitizeni
piimo konstruovano na 230 V, je nutné pouZiti vhodrnteansformatoru.
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